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【手続補正書】
【提出日】平成24年11月9日(2012.11.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に第１の電極を形成する第１の工程と、
　前記第１電極上に一導電型を有する第１の不純物半導体層を形成する第２の工程と、
　前記第１の不純物半導体層上に第１の半導体領域を形成する第３の工程と、
　前記第１の半導体領域上に半導体粒子を散布する第４の工程と、
　前記第１の半導体領域上及び前記半導体粒子上に第２の半導体領域を形成する第５の工
程と、
　前記第２の半導体領域上に、前記一導電型と逆の導電型を有する第２の不純物半導体層
を形成する第６の工程と、
　前記第２の不純物半導体層上に第２電極を形成する第７の工程と、を有し、
　前記第５の工程において、
　前記第１の混合比で前記半導体材料ガスと前記希釈ガスとを前記反応室内に導入してプ
ラズマを生成し、
　前記第１の混合比から第２の混合比となるように、前記希釈ガスに対する前記半導体材
料ガスの流量を段階的に増加させながら前記半導体材料ガスと前記希釈ガスとを前記反応
室内に導入してプラズマを生成することを特徴とする光電変換装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第１半導体領域は非晶質半導体領域と結晶質半導体領域とを有し、
　前記第１半導体領域において、前記結晶質半導体領域の占める割合は前記非晶質半導体
領域の占める割合よりも大きいことを特徴とする光電変換装置の製造方法。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　前記第２半導体領域は非晶質半導体領域と結晶質半導体領域とを有し、
　前記第２半導体領域において、前記非晶質半導体領域の占める割合は前記結晶質半導体
領域の占める割合よりも大きいことを特徴とする光電変換装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一において、
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　前記第２の半導体領域は、放射状結晶と針状の成長端を有する結晶とを有することを特
徴とする光電変換装置の製造方法。
【請求項５】
　第１の電極上に、一導電型を有する第１の不純物半導体層と、
　前記第１の不純物半導体層上の第１の半導体領域と、前記第１の半導体領域上の第２の
半導体領域と、を有する半導体層と、
　前記第２の半導体領域上に、前記一導電型と逆の導電型を有する第２の不純物半導体層
と、
　前記第２の不純物半導体層上に第２の電極と、を有し、
　前記第１の半導体領域は、第１の結晶質半導体領域と第１の非晶質半導体領域とを有し
、
　前記第１の結晶質半導体領域の占める割合は、前記第１の非晶質半導体領域の占める割
合よりも大きく、
　前記第２の半導体領域は、第２の結晶質半導体領域と第２の非晶質半導体領域とを有し
、
　前記第２の非晶質半導体領域の占める割合は、前記第２の結晶質半導体領域の占める割
合よりも大きいことを特徴とする光電変換装置。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記第２の半導体領域は、放射状結晶と針状の成長端を有する結晶とを有することを特
徴とする光電変換装置。
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